(3) EJERCICIO 1 (realizar los célculos con una precision de 5 cifras significativas)
Obtener analiticamente y dibujar la grafica de la funcién I; = f(V;) en el circuito de la figura.

DATOS: Diodos ->V,=0,7V, R{=0, R/ =
Diodo zener->V,=0,7V, Vz=19V, R{=0, R=ow, Rz=0
1.
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Con V; negativas solo puede conducir el diodo D7 y conducira para V; < Vy =-0,7 V

*V;<-0,7V => D7 conduce y el resto de diodos en corte. El circuito equivalente seria:
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Para V; > -0,7 V el diodo D7 entra en corte e I; = 0. Al no haber
corriente por el circuito Vo = Vg = V.

— Para que conduzcan los diodos D1, D2, D3, D4 y D5 se necesita Vi =Va

> Vyl + Vyz + Vy3 + Vy4 + VY5 =35V
Para que conduzca el diodo D6 es necesario que Z1 entre en regulacion
ysenecesita Vi = Vg 2Vz + V=26V

Esto quiere decir que el préximo cambio se produce para V= 2,6 V en
donde Z1 empezaria a regular y D6 pasaria a conduccion.

*-0,7V <V;<2,6V =>Todos los diodos en corte => |; =0

*2,6 V <V;<Vy=>Z1regula, D6 conduce y el resto de diodos en corte. El circuito equivalente seria:
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El préximo cambio ocurrira cuando los diodos D1 a D5 empiecen a conducir y
paraello Vi=Va2>V, +V,2 + Vg + V0 + V,5 = 3,5 V. Por lo tanto la situacion
anterior se conserva hasta Vx = 3,5V



*3,5V<V;=>D1, D2, D3, D4, D5y D6 conducen , Z1 regula y D7 en corte. El circuito equivalente seria:
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La solucion del problema es:
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(2) EJERCICIO 2 (realizar los calculos con una precision de 5 cifras significativas)
Hallar el valor de la tensién de salida V, y de la corriente | por la resistencia de 1 kQ en el circuito de la figura.
DATOS: [Vgeon| =07V |Vcesa =0,2V B =100

15V 15V

15 MQ

71 %1 kQ

Suponemos que los 2 transistores estan en activa:

15V -V, 15V —0,7V
o= goe = 1emg ~ OIBI3HA oy = By =100-0,953834A = 95,3334A = I, =
lc, =B+ 15, =100-95,333pA = 9,5333mA = |

V, =1-1K =9,5333mA 1K =9,5333V

Ahora hay que comprobar si es cierto que los 2 transistores estan en activa para confirmar que los resultados obtenidos son los
correctos.

Vg, =15V =V, =15V - 0,7V =14,3V => suposicion T1 en activa es correcta

Vee, =V, =15V =9,5333V —-15V = -5,4667V => suposicién T2 en activa es correcta

V,=9,5333 V
I =9,5333 mA




EJERCICIO 3 (realizar los calculos con una precision de 5 cifras significativas)
En el circuito de la figura:

DATOS: T1=> Vgg, = 0,3V Veen =05V Ve =02V B =100
T2 => V=2V K = 0,3 mA/\V?
12v
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(1,5) a) Calcular el punto de trabajo de los 2 transistores (lc, Ve, Ip, Vbs) cuando Vgg = 10V. La caracteristica del MOSFET se
puede aproximar por tramos lineales.
Se supone T1 en activa y T2 saturado:
Vg, =V 10V -0,5v
|, =88 _BE _ =95uA= 1. = -1, =100-951A = 9,5mA
100K 100K

Iy =K-(Vgs —Vpy )’ = o,3\n;—2A-(4v —2V)* =1,2mA

L =1c =15 =95MA-12mA=83mA=V =1,, -2K =83mA-2K =16,6V
Ve =12V -V =12V —-16,6V = —4,6V =>T1 no puede estar en activa ya que para ello Ve tendria que ser positiva =>
Suposicién es incorrecta.

Se realiza otra suposicién: T1y T2 saturados:
T1 saturado => Vg = 0,2V => Vpg = 12V — Ve = 11,8V
Si T2 esté saturado tiene que cumplirse que Vpg > Vs — V5, ycomo 11,8V >4V —2V =2V entonces la suposicion de que

T2 esta saturado es correcta.

mA
Iy =K-Vgs —Vpy )’ = 0,3V—2-(4v —2V)* =1,2mA
Vps 118V
Ly :2—':<S=7=5,9mA lc =1y + 1,0 =1,2mA+59mA =71mA
| e TAMA_ 0,071mA = 71A

B min sat ﬂ 100
Vg, ~Vye 10V —05V
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Como se cumple que Ig > Igminsat €NtONCeES la suposicion de T1 saturado es correcta. Por lo tanto los dos transistores estarian
saturados y los célculos realizados son validos.

T1y T2 saturados
lc=71mA
Vee=02V
Ib=12mA
Vps=11,8V




(1,5) b) Calcular los estados por los que pasan los transistores cuando Vgg varia entre 0V y 20V. La caracteristica del MOSFET se
puede aproximar por tramos lineales.

*0V < Vg <0,3V =>T1y T2 estan en corte

*0,3V < Vge < Vi =>Tlenactivay T2 en 6hmica

Cuando Vgg > Vg, T1 empieza a conducir en zona activa y T2 también empieza a conducir en 6hmica. A medida que Vgg
aumenta, Ig e I también van aumentando lo que provoca que Vps aumente y por lo tanto Vce disminuya ya que 12V = Vps + VcE.
Entonces, el proximo cambio en el estado de uno de los transistores ocurrira en T2 ya que cuando Vps = Vgs— V=2V T2 entraen
saturacion y en ese punto V¢ = 12V - Vps = 10V => T1 aln sigue en activa.

Se calcula el valor de Vgg que hace que Vps = 2V:
Para Vps = 2V T2 se satura y la corriente de drenador tiene que tener un valor igual a

mA
lp =K-(Vgg =Vp )’ = 0,3V—2-(4v —~2V) =12mA
Vo 2V
|2K:ﬁ=R:1mA le = lp + 1 =1,2mA+1mA = 2,2mA
Como T1 esta en activa =>
l.  2,2mA
ly = %= 100 - 0,022mA = V¢, = I, -100K +V,, = 0,022mA-100K + 0,5V = 2,7V

Entonces V, = 2,7V y con ese valor el transistor T2 se satura.

*2,7V < Vgg < Vy =>Tlen activa y T2 saturado

Ahora hay que calcular el punto donde T1 se satura que es cuando Ve = 0,2V => Vpg = 11,8V => T2 saturado => Ip = 1,2mA

Vv
» =%=%=5,9mA lo =1, + 1, =12mA+59mA=7,1mA
Il 71mA
g =-S =" =007IMA=V,, = I, -100K +V,, =0,07ImA-100K + 0,5V = 7,6V
B 100

Por lo tanto V, = 7,6V y a partir de ese valor T1 se satura

* 7,6V <Vpg <20V =>T1y T2 saturados

0V < Ve <0,3V =>T1y T2 estan en corte

0,3V < Vg <2,7V =>T1 enactivay T2 en 6hmica
2,7V <Vpg < 7,6 =>T1 en activa y T2 saturado

7,6V < Vpg <20V =>T1y T2 saturados




